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Abstract (Basic) : NL 7701119 A 

Semiconductor devices comprise at least two types of elements made 
of different semiconductive materials. At least one of the elements is 
located in a cavity, in a substrate, and both elements are electrically 
connected via a layer of conductive material. The latter is formed on 
an insulating layer deposited on the elements and the substrate. 

System can be employed in solid-state image -forming devices 
comprising photoelectric transducer elements (e.g. of GaP, CdS, Se, 
Se-As-Te, Se-Ge-Te, As2Se3 or amorphous Si) and pick-up elements (e.g. 
Si transistors). The devices can be used, e.g. in electronic copying 
machines . 

Devices contg. a large no. of the elements can be produced using 
photo-etching techniques to form the connections between the various 
elements . 



-I 



© Int. CI. 2 : 

® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 



HOI L 31/16 



DEUTSCHES 



© 
© 
@ 
® 




PATENTAMT 



Offenlegungsschrift 27 04 373 



Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 

Offenlegungstag: 



P 27 04 373.8-33 
2. 2.77 
18. 8.77 



< 

o 

fx. 

n 

s 

5 

H 
Q 



® 



Unionsprioritat: 
@ <3> ® 



2. 2.76 Japan 9381-76 



® 



Bezeichnung: 



Anmelder: 



Halbleiteranordnung und Verfahren zur HersteKung von 
Halbleiteranordnungen 



Hitachi, Ltd., Tokio 



Vertreter: 



Erfinder: 



Schiff, K.L; Funer, A.v., Dr.; Strehl, P., Dipl.-lng.; Schubel-Hopf, U., Dr.; 
Ebbinghaus, D., Dipl.-(ng ; Pat -Anwaite, 8000 Munchen 

Maruyama, Eiichi, Kodaira; Yamamoto. Hideaki, Hachioji; Tokio (Japan) 



Priifungsantrag gem. $ 28 b PatG tst gestellt 



S 

4 



8 77 709 833/618 H/W 



ORDINAL INSPECTED^ 



- *r- 



2704373 



Pat entansp ruche 

y^jj Halbleiteranordnung mit wenigstens zwei Sorten von 

Halbleiterelementen, die aus unterschiedlichen Halb- 
leitermaterialien hergestellt sind, d a d u r c h 
gekennzeichnet , dass wenigstens eine Sorte 

(5, 11, 23, 28, 29) der Halbleiterelemente (A, 5; 
11, 14; 20, 23; 28, 29) in einer in einem Substrat (1, 
8, 16, 27) vorgesehenen Ausnehmung (2, 9, 17, 32, 33) 
angeordnet ist und beide Sorten von Halbleiterelementen 
(A, 5;, 11, 14;, 20, 23; 28, 29) mit einer Schicht (7, 13, 
25, 35) aus leitendem Material, das auf einer Isolier- 
schicht (6, 12?, 24, 34) liegt, elektrisch verbunden sind, 
wobei die Isolierschicht (6, 12, 24, 34) so aufgebracht 
wurde, dass sie fiir die Halbleiterelemente (A, 5, 11, 14; 
20, 23; 28, 29) und das Substrat (1, 8, 16, 27) gemeinsam 
vorliegt. 

2. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass ein erstes Halbleiter element der zwei Sorten 
von Halbleiterelementen (A, 5;, 11, 14;, 20, 23;, 28, 29) 
ein aus Silicium hergestelltes Element ist. 

3. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass ein zweites Halbleiterelement der zwei 
Sorten von Halbleiterelementen (A, 5;, 11, 14;, 20, 23; 
28, 20) aus einem Material hergestellt ist, welches aus 
einer Verbindung von Elementen der Gruppe II und VI des 
Periodensystems der Elemente Oder einer Verbindung von 
Elementen der Gruppe III und V des PSE besteht. 

4. Halbleiteranordnung nach einem der Anspriiche 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites Halbleiterelement 
der zwei Sorten von Halbleiterelementen (A, 5;, 11, 14;, 
20, 23; 28, 29) aus einem amorphen Halbleiter hergestellt 
ist. 
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Halbleiteranordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der amorphe Halbleiter aus 
wenigstens einem der Stoffe Se-As-Te, Se-Ge-Te, amorphen 
Silicium und As2As^ zusammengesetzt ist. 

Halbleiteranordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5* 
dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat (1, 8, 16, 27) 
aus Silicium hergestellt ist. 

Halbleiteranordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes Halbleiterelement 
der zwei Sorten von Halbleiterelementen (A, 5;, 11, 14; 
20, 2J; 28, 29) ein Silicium-Halbleiterelement ist und 
im Substrat (1, 8, 16, 27) ausgebildet ist, und ein 
zweites Halbleiterelement aus einem Material hergestellt 
ist, welches aus einer Verbindung von Elementen der 
Gruppe *II und VI des PSE oder einer Verbindung von Elemen- 
ten der Gruppe III und V des PSE besteht. 

Halbleiteranordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat (1, 8, 16, 27) 
aus Glas oder Keramikmaterial hergestellt ist. 

Halbleiteranordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes Halbleiterelement 
(5» 11, 23) der zwei Sorten von Halbleiterelementen 
(A, 5; 11 » 14;* 20, 23; 28, 29) in der Ausnehmung (2, 9, 
17 $ 32, 33) und ein zv/eites Halbleiterelement auf dem 
Substrat (1, 8, 16, 27) angeordnet ist. 

Halbleiteranordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 9* 
dadurch gekennzeichnet, dass das erste und zweite Halb- 
leiterelement (28, 29) der zwei Sorten von Halbleiter- 
elementen (28, 29) in Ausnehmungen (32, 33) angeordnet 
sind (Fig- 8). 
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11. Halbleiteranordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Halbleiteranordnung eine 
monolithische Aufnahmeeinrichtung ist. 

12. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteranordnung, da- 
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Ausnehmung 

an einer gewiinschten Lage auf der Oberflache eines Sub- 
strates ausgebildet wird, wenigstens ein erstes Halb- 
leiterelement in die Ausnehmung eingesetzt wird, urn 
einen Hohenunterschied zwischen der Ober- 
flache des zu verdrahtenden ersten Halbleiterelementes 
und der Oberflache eines zu verdrahtenden zweiten Halb- 
leiterelementes im wesentlichen zu vermeiden, eine Isolier- 
schicht auf die gesamte Flache des nunmehr vorliegenden 
Substrats aufgebracht wird, die Isolierschicht teilweise 
von der Oberflache des vorliegenden Substrats abgeatzt 
wird, urn die Oberflachen der Anschliisse, die mit den Ober- 
flachen des ersten bzw. des zweiten Halbleiterelements 
elektrisch verbunden sind, freizulegen und die freigeleg- 
ten Anschliisse mit einem leitenden Material elektrisch 
verbunden werden. 

13. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteranordnung nach 
Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Atzen der 
Isolierschicht durch Ionenatzung vorgenommen wird. 

14. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteranordnung nach 
Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Isolierschicht eine Siliciondioxidschicht , eine Polyimid- 
Kunstharzschicht und eine Epoxy-Kunstharzschicht ist. 

15- Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteranordnung nach 
einem der Anspriiche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Halbleiteranordnung eine monolithische Auf- 
nahmeeinrichtung ist. 
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16. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteranordnung nach 
einem der Anspriiche 12 bis 15» dadurch gekennzeichnet , 
dass die Halbleiterelemente aus Silicium, einer Verbindung 
von Elementen der Gruppe II und VI des PSE, einer Verbin- 
dung von Elementen der Gruppe III und V des PSE oder - 

'einem amorphen Halbleiter hergestellt sind. 

17. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteranordnung nach 
einem der Anspriiche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet , 
dass das Substrat aus Silicium, Glas oder Keramik herge- 
stellt ist. 
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Halbleiteranordnunp; und Yerfahren zur Herstellung 
von Halbleiteranordnungen 

Die Erfindung betrifft Halbleiteranordnungen mit wenigstens 
zwei Sort en von Halbleiterelementen, die aus unterschiedlichen 
Halbleitermaterialien hergestellt sind, sowie Verfahren zur 
Herstellung von Halbleiteranordnungen. Insbesondere bezieht 
sich die Erfindung auf eine Halbleiteranordnung, bei der ein 
Halbleiterelement mit einer bestimmten Aufgabe oder Funktion, 
beispielsweise zum Schalten, Speichern oder Verstarken in 
integrierter Form mit einem anderen Element, in der Hauptsache 
einem Element, welches beispielsweise eine photoelektrische 
Umwandlung durchfiihrt, elektrisch verbunden ist. Die Erfindung 
betrifft weiterhin insbesondere auch ein Verfahren zur Her- 
stellung einer solchen Halbleiteranordnung. • 

Bekanntermassen wird Silicium sehr haufig als Herstellungs- 
material fiir Transistoren, integrierte Schaltungen (IC's), 
gross- integrierte Schaltungen (LSI's) usw. verwendet. Da 
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Eilicium als Halbleiter jedoch ein verbotenes Band von 
1,1 eV und einen optisch empf indlichen Wellenlangenb reich 
im nahen Infrarotbereich aufweist, ist Silicium als Material 
fur ein Element zum Aufnehmen bzw. Empfangen oder Emittieren 
von sichtbarem Licht ungeeignet. 

Als Material fiir das Element zum Aufnehmen oder Emittieren 
von sichtbarem Licht wird daher eine Halbleiterverbindung 
mit einem verbotenen Band verwendet, das grosser als das ver- 
botene Band von Silicium ist. Beispielsweise wird als solche 
Halbleiterverbindung eine Verbindung von Elementen der Gruppen 
III und V des PSE, beispielsweise GaP oder eine Verbindung 
von Elementen der Gruppen II und VI des PSE, etwa CdS ver- 
wendet. Fiir grossf lachige Verwendungsweisen wird ein amorphes 
Halbleitermaterial , beispielsweise Se, verwendet. 

Urn eine Festkorper-Aufnahme- bzw, Abbildungseinrichtung bzw, 
eine monolithische Aufnahmeeinrichtung oder eine Festkorper- 
Anzeigeeinrichtung bzw, eine monolithische Anzeigevorrichtung 
zu schaffen. bei der die zuvor beschriebenen Licht erapfangen- 
den Oder Licht emittierenden Halbleit erelemente in einer 
Flache angeordnet werden, ist ein monolithisches Element bzw. 
ein Festkorperelement mit einer Abtastf unktion erforderlich. 
Mit den heute bekannten Technologien ist es jedoch ausserst 
schwierig, den. monolithischen Abtaster unter Verwendung eines 
anderen Halbleiters als Silicium herzustellen. Normalerweise 
ist daher eine Abtastschaltung aus einem Siliciumelement auf- 
gebaut und diese Abtastschaltung ist durch Leitungen, Leiter- 
bahnen oder Verdrahtungen mit opto-elektrischen oder elektro- 
optischen Vandlern elektrisch verbunden, die aus einem Halb- 
leiter, der nicht Silicium ist, hergestellt sind. Daher er- 
gibt sich eine monolithische Aufnahmeeinrichtung, wie sie 
beispielsweise in Fig, 1 dargestellt ist. 

Fig. 1 dient der Erlauterung der Arbeitsweise eines Ausfuhrungs- 
b ispiels d r monolithischen Aufnahmeeinrichtung. Eine grosse 
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Anzahl von MOS-Transistoren T^ , T 2 , T ? , T 4 , T & • . . sind in 
einem Siliciumsubstrat S ausgebildet. Photoelektrische Wandler 

p 1* P 2' P 3' p 4 $ p 5 sind mit dcn Source - Elektroden der Tr *n- 
sistoren jeweils verbunden. 

Auf dem Substrat S *ist eine integrierte Abtastschaltung K 
ausgebildet (die iiblicherwei se aus einer Tast schaltung zur 
Festlegung der Abtastsynchronisation und einer Schiebe- 
Register schaltung zum Ubertragen der Impulse an die MOS-Tran- 
sistoren aufgebaut ist). Durch die integrierte Abtastschaltung 
K wird eine von einer Versorgungsquelle E bereitgestellte 
Spannung nacheinander an die Gate-Elektroden » Gg» G^, G^, 
G^ ... der jeweiligen Transistoren angelegt. 

Wenn zu diesera Zeitpunkt Licht auf die photoelektrischen Wandler 
P 1t P 2 , P^, P 4 , ... fallt, fliessen durch das Licht ver- 
ursach te Strome von den Source-Elektroden zu den Drain- 
El ektroden, wenn Spannung an die Gate-Elektroden angelegt wird. 
Daher konnen dem einfallenden Licht entsprechende Signale 
nacheinander an einer geraeinsamen Elektrode Dq auftreten, 
die die Drain-Elektroden IX, , Dg, Dj, D 4 , . . . der jeweiligen 
Transistoren verbindet. 

Wenn bei einer solchen Anordnung die Zahl der Transistoren 
und der photoelektrischen Wandler vergleichsweise klein ist, 
konnen die Leitungen zwischen den jeweiligen Transistoren 
und photoelektrischen Wandler nacheinander eine nach der anderen 
durch die Kontaktierung der Metalldrahte oder Metalleitungen 
durch Thermokorapression verbunden werden. Wenn jedoch viele 
Transistoren und photoelektrischen Wandler vorhanden sind, ist 
es schwierig, auf diese Weise die elektrische Verbindung bzw. 
den elektrischen Anschluss vorzunehmen. 

Es ist daher wunschenswert , die Silicium-Abtastschaltungs- 
elemente, beispielsweise Transistoren und opto-elektrische 
oder elektro-optische Wandler auf einem einzigen Substrat 
anzubringen bzw. zu befestigen und die Verbindungen zwischen 
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ten vielen Elementen gleichzeitig durch einen Photoatzvor- 
gang, bei dem Photoresistmaterial verwendet wird. vorzunehmen. 
Bei der bekannten Einrichtung besteht iiblicherweise zwischen 
dem Siliciumelement und dem opto-elektrischen (oder elektro- 
optischen) Element, zwischen dem Substrat und dem Silicium- 
element, zwischen dem Substrat und dem opto-elektrischen 
(oder elektro-optischen) Element und/oder zwischen weiteren 
Schaltungsteilen oder Elementen eine Abstufung oder ein abge- 
stufter Bereich. Dadurch entsteht die Schwierigkeit , dass die 
Verbindungen , die sich iiber die Abstufungen oder die abge- 
stuften Bereiche erstrecken, schwierig auszufiihren sind oder 
dass dann, wenn die Verbindungen unter Zwang oder mit einer 
bestimmten Spannung ausgefiihrt wurden, die Zuverlassigkeit 
gering ist, weil sich diese Verbindungen leicht losen bzw. 
die Leitungen leicht voneinander trennen. Es ist daher aus- 
serst schwierig, in der Praxis einigerraassen zuverlassige 
Verbindungen bzw, Kontaktierungen durch Photoatzen auszu- 
fiihren. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, der den be- 
kannten Einrichtungen und Verfahren anhaftenden Schwierig- 
keiten zu losen und im Zusammenhang mit einer Vielzahl von 
Einrichtungen, bei spielsweise im Zusammenhang mit einer 
monolithischen Aufnahmeeinrichtung und einer monolithischen 
Wiedergabe- oder Anzeigeeinrichtung, bei denen Siliciumelemente 
und Elemente, die aus einem anderen Material als Silicium 
hergestellt sind, auf dem gleichen Substrat befestigt und 
ausgebildet sind, eine Halbleiteranordnung mit einem Aufbau 
zu schaffen, bei dem die Verbindungen und Kontaktierungen 
zwischen den Siliciumelementen und den anderen Elementen in 
einfacher Weise durch Photoatzen vorgenommen werden konnen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es auch, Verfahren zur 
Herstellung von Halbleiteranordnungen anzugeben. 

Die gestellte Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angegebene 
Vorrichtung erf indungFgemass gelost. Vorteilhafte Ausgestal- 
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tungen der Erf indung sind in den Unteranspruchen angeg ben. 

Ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteranordnung gemass 
Anspruch 12 lost ebenfalls die gestellte Aufgabe. Vorteilhafte 
Ausgestaltungen des erf indungsgemassen Verfahrens sind in den 
Anspriichen 13 bis 17 angegeben. 

Erfindungsgemass ist im Substrat eine Ausnehmung vorgesehen 
und wenigstens ein Element wird in dieser Ausnehmung befestigt, 
so dass dadurch die abgestuften Bereiche bzw. die Hohenunter- 
schiede, die zwischen den Silicium-Abtastelemente, den anderen 
Element en und dem Substrat vorliegen, verringert werden. 
Weiterhin werden auf eine auf das Substrat und die Elemente 
gleichraassig aufgebrachte Isolierschicht Leiterbahnen Oder 
Lei tungen aufgebracht und diese als Verdrahtungen verwendet, 
so dass auf einfache Weise gute elektrische Verbindungen und 
Kontaktierungen geschaffen werden. 

Die erfindungsgemasse Halbleiteranordnung umfasst wenigstens 
zwei Arten von Halbleiterelementen mit unterschiedlichen Funk- 
tionen. Erfindungsgemass wird wenigstens eine Sorte von Elemen- 
ten in einer in einem Substrat ausgebildeten Ausnehmung be- 
festigt oder eingesetzt und Leiterbahnen Oder Verdrahtungen 
werden auf einer auf dieElemente und das Substrat zusammen 
aufgebrachten Isolierschicht ausgebildet , * so dass. zwischen 
den Eleaienten oder zwischen dem Element und dem Substrat keine 
Abstufung oder kein Zwischenraum entstehen kann. Dadurch ist 
es moglich, gute Kontaktierungen und Verbin ungen auf einfache 
Weise zu schaffen. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnungen beispiels- 
weise naher erlautert. Es zeigen: 

Pig. 1 eine Darstellung, die der Erlauterung des Grundprinzips 
einer monolithischen Aufnahmeeinrichtung dient, bei 
welcher photoelektrische Wandler und Silicium-Abtast- 
elemente verwendet werden, 
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Pig. 2(a) bis 2(e) und Fig- 5 Verf ahrensschritte gemass einem 

erfindungsgeaassen Ausfiihrungsbei spiel bzw. eine Auf- 

sicht auf eine mit diesem Verfahren hergestellte Halb- 

leiteranordnung, 
Fig. 4(a) bis 4(g) und Fig. 5 Verf ahrensschritte gemass einem 

weiteren er/indungsgemassen Ausfiihrungsbeispiel bzw. 

eine mit diesem Herstellungsvorgang hergestellte Halb- 

leitereinrichtung in Aufsicht, 
Fig. 6(a) bis 6(h) und Fig. 7 eine weitere Ausfiihrungsform der 

vorliegenden Erfindung und 
Fig. 8 einen Querschnitt, der den Aufbau einer Halbleiter- 

anordnung eines v/eiteren erfindungsgemassen Ausfiihrun gs- 

beispiels wiedergibt. 

Die vorliegende Erfindung soli nachstehend anhand von Ausflih- 
rungsbeispielen beschrieben werden. 

Ausfiihrungsbeispiel 1: 

Diese Ausfuhrungsform umfasst eine Halbleiteranordnung, in der 
die Verbindungen bzw. die Verdrahtungen zwischen den Abtast- 
elementen und anderen in einem Substrat ausgebildeten Element en 
durch Photoatzen hergestellt werden konnen, sowie ein Ver- 
fahren zur Herstellung der Halbleiteranordnung. 

In den Fig. 2(a) bis 2(e) sind Verf ahrensschritte zur Herstel- 
lung einer solchen Anordnung dargestellt. Wie in Fig. 2(a) 
dargestellt ist, wird zunachst auf oder in der Oberflache 
eines Siliciumsubstrats 1, in dem ein Abtast-Schaltungselement 
A fiir die Steuerung ausgebildet ist, Verbindungsanschliisse 3 
des Schaltungselementes A bzw. eine Ausnehmung 2 ausgebildet. 

Wie in Fig. 2(b) dargestellt ist, wird ein mit Verbindungs- 
anschlussen 4 versehenes GaAs^^P^Plattchen Oder -Chip 5 
in die Ausnehmung 2 eingesetzt. Danach wird, wie dies in 
Fig. 2(c) dargestellt ist, ein Siliciumoxid-Beschichtungs- 
material (welches eine Schicht aus Siliciumdioxid bei dessen 
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Verwendung bildet und die bei normaler Temperatur aufrecht- 
erhalten bleibt) verwendet, um eine Siliciumdioxid-Schicht 6 
zu bilden, die etwa 1 ^um dick ist. Venn das Siliciumoxid- 
Beschichtungsmaterial bei diesem Verf ahrensschritt in der 
zuvor beschriebenen Weise verwendet wird, ist es vorteilhaft, 
wenn das Plattchen"5 vorher in der Ausnehmung 2, beispielsweise 
mit einem Epoxy-Harz befestigt wird* Als Material fur die 
Isolierschicht kann anstelle des Silicium-Beschichtungsmaterial 
ein Kunstharz, beispielsweise Polyimidharz oder Epoxyharz 
verwendet werden. Da das Plattchen 5 in diesem Palle durch 
das Kunstharz am Substrat 1 befestigt ist, braucht es nicht 
vorher in der Ausnehmung 2 befestigt zu werden und kann daher 
lediglich eingesetzt werden. 

Die Siliciumdioxid-Schicht 6 wird zum Ausharten 30 Minuten 
lang auf 150° C erhitzt. 

Die Siliciumdioxid-Schicht 6 wird teilweise durch Plasma- 
atzen von der Oberflache weggeatzt, so dass die Oberflachen 
der Verbindungsanschliisse 3 und 4 freiliegen, wie dies in 
Fig. 2(d) d^rgestellt ist. Der Hohenunterschied zwischen den 
Verbindungsanschliissen 3 und 4 wird, wie aus Fig. 2(d) hervor- 
geht, ausgeglichen und der Zwischenraum zwischen beiden Ver- 
bindungsanschliissen ist mit der Siliciumdioxid-Schicht 6 ge- 
fiillt, so dass der Bereich zwischen den Verbindungsanschliissen 
3 und 4 flach wird. 

Nachdem eine etwa 1 ^um dicke Aluminiumschicht durch herkommli- 
ches Vakuumauf dampf en auf die gesamte Flache aufgebracht worden 
ist, werden die nicht benotigten Bereiche dieser Aluminium- 
schicht durch Photoatzen entfernt. Dann sind, wie Fig. 2(e) 
zeigt,beide Verbindungsanschliisse 3 und 4 iiber eine Aluminium- 
leitung 7 elektrisch miteinander verbunden. Da der Bereich 
zwischen den Verbindungsanschliissen 3 und den Verbindungsan- 
schliissen 4 - wie zuvor angegeben - flach ist und weder ein 
Absatz noch ein Zwischenraum aufweist, sind die ausgebildeten 
Aluminiumleitungen 7 ausserordentlich gut. 

Fig. 3 zeigt die auf diese Weise herg stellte Halbleiteran- 
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ordnung in Aufsicht und Fig- 2(e) ist eine Querschnitt sdar- 
stellune entlanc der in Fie. 3 eincezeichneten Schnittlinie 
A- A 1 . 

Durch Befesticen der photoelektrischen Wandler in der im Sub- 
strat auscebildeten Ausnehmunc und durch Ausbildung der fur 
das Substrat und die photoelekt rischen Wandler gemeinsamen 
Isolierschicht (vgl. die Fig. 2(e) und 3) konnen flache Lei- 
tungen bzw. Verdrahtun^en sehr leicht herfrestellt werden, die 
keine Absatze oder Hohenunt errchiede aufweisen. Beim vorlie- 
genden Aunfuhrunc^beispiel werden lichtemittierende Eletnente 
aus GaAs^ x P x verwendet. Es braucht nicht extra noch betont 
werden, dans auch andere li chtemittierenden Elemente, beispiels- 
weise aus GaP in c ans derselben Weise verwendet werden konnen. 
ErfindunGSGcmacs konnen die elektrischen Verbinduneen zwischen 
den mehreren Hundert 1 icht emittierenden Elementen und den Ab- 
tast-Siliciumelementen nit einer kleinen Zahl von Herstel- 
lungs- oder Verf ahrensschri t ten sicher und zuverlassig ausce- 
bildet werden. 

Ausfiihrunnnbeifipiel 2 : 

In den Fig. Ma) bis 4(g) sind die Verf ahrensschritte bei der 
Herstel ] ung dargestellt, bei der ein ein-dimensionaler Abtast- 
licht-Aufnahmebereich durch Vorsehen der Verbindungen zwischen 
einem aaiorphen Halbleiter-Lichtaufnahmebereich vom Ge-As-Te- 
System und einen Si liciurnelement zum Abtasten eebildet wird. 
Obwohl bei dieser Ausf iihrunc^f orra als ilateriol fur den asior- 
phen HalLleiterlicht-Aufnahmebereich Ge-As-Te verwendet wird, 
kann in ganz derselten Weise ein Lichtaufnehmerbereich behan- 
delt werden, der aus ircendeinem anderen aaiorphen Halbleiter, 
beispiel sveise aus Ge-Ge-Te, As^e^ und amorphetn Siliciutn 
hergestellt ist. Insberondere ist ein amorpher Halbleiter 
mit wenigstens 50 Atom% Se bei einem Lichtaufnehmer oder 
einem Lichtenpf ancer fiir sichtbares Licht vorteilhaft. 

Wie in den Fie. Ma) und Mb) dar^estell t ist, ist ein Keramik- 
substrat 8 ait einer Ausnehmunc 9 versehen, in der ein Giliciun- 
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PJattchen 11 mit Verbindungsanschliissen 10 und eine (nicht 
dargestellte) Abtastschaltung befestigt ist. 

Danach wird ein Polyimid-Kunstharz auf die gesamte Oberflache 
aufgebracht und eine etwa 3yum dicke Kunstharzschicht 12 
gebildet (vgl. Fig*. 4(c). • 

Die Kunstharzschicht 12 wird ausgehartet, indem die soweit 
fertiggestellte Anordnung 1 Stunde lang auf 170° C erhitzt 
wird. Danach wird die Kunstharzschicht 12 teilweise von der 
Oberflache durch Plasmaatzen mit Sauerstof fgas abgeatzt, so 
dass die Oberflache des Anschlusses 10 freiliegt, wie dies 
in Fig. 4(d) dargestellt ist. 

Wie Fig. 4(e) zeigt, werden streif enformige Aluminiumelektroden 
13 durch Aufbringen einer etwa 1 y\im dicken Aluminiumschicht 
durch Vakuumauf damp fen und durch nachfolgendes Entfernen der 
unnotigen Teile durch einem Photoatzvorgang, gebildet. 

Die Fig. 4(f) und 4(g) zeigen, wie eine etwa 2^um dicke Se- 
As-Te-Photoleiterschicht 14 auf den streif enformigen Aluminium- 
elektroden 13 durch Haskenauf dampf ung gebildet werden und 
weiterhin wie die Aluminiumelektroden 15* die zwischen sich 
einen schmalen Schlitz aufweisen, durch Naskenauf damp fen auf 
den streif enformigen Aluminiumelektroden '13 ausgebildet werden. 

Fig. 5 zeigt den mit einem solchen Verfahren hergestellten, 
ein-dimensionalen Abtastlicht-Aufnehmbereich in Aufsicht und 
Fig. 4(g) zeigt einen Querschnitt entlang der in Fig. 5 einge- 
zeichneten Schnittlinie A-A' . Ein einkommendes Lichtsignal 
gelangt durch den Schlitz zwischen den beiden Aluminiumelektro- 
den 15 auf die photoleitende Schicht 14. Wie in Fig. 5 darge- 
stellt ist, kann der ein-dimensionale Abtastlicht-Aufnahme- 
bereich gemass diesem Ausfiihrungsbei spiel so lang sein, wie di 
Se-As*Te- Photoleiterschicht 14, ohne dass der Lichtaufnehmer- 
bereich durch die Abmessung des Abtastsilicium-Elementenplatt- 
chens beschriinkt oder begrenzt ist. Es ist dah er ein Licht- 
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aufnehmer vorteilhaft, der fiir das Aufnehmen Oder Abtasten 
eines Faksimiles, fiir ein elektronisches Kopiergerat Oder dgl. 
verwendet wird- Es ist weiterhin moglich, mehrere Abtast- 
silicium-Elementenplattchen zusammen zu setzen bzw. zu ver- 
binden. 

Ausfiihrungsbeispiel 5: 

Die Fig. 6(a) bis 6(h) sind Querschnitte , die den Herstellungs 
vorgang fiir einen Lichtaufnehraerbereich zeigen, bei dem CdSe 
verwendet wird. Fig. 7 zeigt den durch dieses Verfahren her- 
gestellten Lichtauf nehmerbereich in Aufsicht. 

Wie in Fig. 6(a) dargestellt 1st, wird zunachst in einera Hart- 
glassubstrat 16 eine Ausnehmung 17 gebildet. Danach werden 
streifenformige, lichtdurchlassige , leitende Schichten 
(Nesa-Schichten) 18 aufgebracht, auf denen dann ein Cr-Au- 
Leitungsanschluss 19 an einem Ende jeder lichtdurchlassigen, 
leitenden Schicht ausgebildet wird (vgl. die Fig. 6(d) und 
6(c). 

Indem man das Substrat auf einer Temperatur von 150° C erhitzt 
wird in eineta Vakuutn mit einetn Druck von 5 x 1(T 6 Torr eine 
photoleitende CdSe-Schicht 20 durch Maskenauf darapf ung aufge- 
bracht, wie dies in Fig. 6(d) dargestellt ist. 

In einer Sauerstof f atmosphare unter einem Druck von 1 atm wird 
eine Warmebeh andlung bei 350° C 1 Stunde lang durchgefiihrt , 
urn die Rekristallisierung der CdSe-Schicht 20 zu erhohen und 
dadurch die Lichtempf indlichkeit dieser Schicht zu verbessern. 

Nachdem das Substrat wieder auf Zimmertemperatur gebracht wor- 
den ist, wird, wie in Fig. 6(e) dargestellt ist, durch Masken- 
aufdampfung eine Aluminiumelektrode 21 auf die CdSe-Schicht 20 
aufgebracht und darauf dann ein elektrischer Anschluss 26 
ausgebildet. 
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Danach wird ein Siliciumplattchen 23 mit Anschlussen 22 und 
eine (nictit dargestellte) Abtastschaltung in der Ausnehmung 17 
des Substrates 16 befestigt (vgl. Fie- 6(f). Danach wird 
liber die gesamte Flache hinweg eine tfchicht 24 aus Epoxyharz 
aufgebracht. Zwar wird die Kunstharzschicht PA als Isolier- 
schicht aufgebrachti Sie dient jedoch auch als Schutzschicht 
fiir die photoleitende CdSe-Schicht 20. 

Nachdem die Epoxyharz schicht 24 bei einer tfarmebehandlung des 
ganzen Cubstrats 1 Stunde lane bei 100° C ausgehartet ist, 
wird die Epoxyharzschicht ?A teilweise durch Plasmaatzen 
mit Argon von der Oberflache abgeatzt, so dass beide An- 
schlusse 19 und 22 frei liegen. Danach werden beide Anschliisse 
19 und 22 mit einer l^um dicken Aluminiumschicht 25 durch 
das herkommliche Vakuumauf clamp f-Photoatzver fahren verbunden. 
Dann wird die photoleitende CdSe-Uchicht 20 und das Abtast- 
silicium-Pliittchen 23 iiber die lichtdurchl assigen Elektroden 
18 miteinader verbunden. Der Anschluss 26 ist ein Anschluss 
fiir die rich ergebenden Signale und er wird zur Ableitung 
der sich ergebenden Gtrome verwendet, die den Lichteinf all 
auf die photoleitende Cd-Ce-Cchicht 20 durch die lichtdurch- 
lassigen Elektroden 18 hindurch entsprechen. 

Fig. 7 zeigt das Ausfiihrungsbeispiel mit einem einzigen Abtast- 
silica um-Pluttchen 2J. Gelbstverstandlich konnen auch mehrere 
Siliciumplattchen auf dieselbe Weise am Substrat 16 befestigt 
werden, ohne dass man sich auf das einzige Siliciumplattchen 23 
beschranken muss. 

Bei der vorliegenden Ausfiihrungsform wird als photoelektrischer 
Wandler das Cd-Gc-Lleraent . Es muss nicht extra noch betont 
werden, dass gute Verbindungen in ent sprechender Weise auch 
dann ausgefiihrt werden konnen, wenn ein Element mit einem 
photoel ektricchen Wandlermaterial verwendet wird, das nicht 
aus Cu-Iie, sondern aus einer Verbindung von Elementen der 
Gruppenll - V3 cies PSE odor einer Verbindung von Elementen der 
Gruppenj]] - V besteht. 
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Ausfuhruncsbei spiel 4: 

Bei den Ausfiihruncsbei spiel en 1 bis 3 ist nur eines der Ele- 
mente mit unterschicdlichen Funktionen in der im Substrat 
vorcesehenen Aurnehxunc eincesetzt und das andere Element 
ist auf deoi Gubrtrat ancebracht oder im Gubstrat durch Diffu- 
sion oder einem ahnlichen Vorcang auscebildet. 

ErfindunGSGeaii^s kann jedoch auch eine Anordnunp ceschaffen 
werden, bei der nicht nur das eine Element, condern auch das 
andere Element in der im Gubstrat vorcesehenen Aurnehmunc 
unt ercebracht wird - 

Fit. 8 zeiQt einen teilweisen Qucrschnitt durch eine Anordnunc 
Gcraiics diescr Ausfiihruncsform. Das Aurfiihruncsbei rpiel ist 
eine Halbleitcranordnunc, in der ein lichtemittierender 
GaAs^ P^-El ement cnbereich 28 und ein in 1 icium-Gteuerel ement 
29 in Ausnchinunnen 32 bzw. 33, die in eincm Glassubstrat 27 
vorcesehen sind, untcrccbracht sind, wobei die Halbleitcr- 
anordnunc ait demselben Verfahren, wie cr, im Zur.amracnhanc 
mit dem Ausf iihruncsbei spiel 1 beschrieben wurde, hercestellt 
werden kann. 

Sowohl der 1 ichtemittierende Elementbereich 20 al s auch das 
Siliciutnel client 29 rind 100 bis 200/Uta dick. Urn eine cute 
Verbindunt: zu erhalten, darf der IKihenunt erschied zwischen 
einera Anrchluss JO des Elements 28 und einem Anschluss 5^ 
des Element.- 29 nicht c™s rer ri1 r > 1 0^um sein; vorzugfiwei r,c? 
sollte dieser Hohenunt erschied hochstens 1^um sein. Offcn- 
sichtlich kann Iceine c ute Verdrahtunc vorcenomtnen werden, wonn 
bcide Ele:aonte 28 und 29, die so dick sind, auf dem Gubstr-it 
27 anceordnet werden. Geariss der vorliecenden Erfjndunc sind 
die Gtufen oc;er Hohenunt erschi ede zwischen den Anschltissen 
der bei den El ement e durch die Ausnehmunf nicht vorhanden und 
der Zwischcnraum zwischen den beiden Anschliissen ist mit dor 
Isolierschicht auscefullt (vcl. die Fi{> 2(a) bis 2(e), 
4(a) bis 4(c), t>(a) bis 6(h) und Fie- »)■ Daher ist der Hercich 
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7-wischea den beiden Anschliissen sehr flach und es konnen Qit 
den herkommlichen Verfahren elektrische Verbindungen durch 
eine gute Aluminiumverdrahtung leicht hergestellt werden. 

Wie zuvor beschrieben wurde, konnen ein lichtaufnehtnendes - oder 
lichteni ttierendes Element in Form eines langen Streifens 
oder eine grosse Zahl von lichtaufnehmenden oder lichteait tie- 
renden Eleaenten, die in einera Bereich angeordnet sind, er- 
f indungsgeTi:iss nehr leicht elelctrisch mit einem Silicium- 
Abtantelenent verbunden werden. Die Verbindungen zwischen 
den Elenenten wurden in Hinblick auf die Utufen und Zwinchen- 
raucie bis jetzt nur unter sehr grossem Arbeits- und Zei taufvmnu 
aungebildet. Gemiiss der vor Liegenden Erfindung konnen diere 
Verbindungen aur.cerordentlich leicht hergestellt werden, wie 
dicfi zuvor erlautert wurde. Daher int die vorliegcnde Erfindung 
sehr vorteLlhaft bei der Herstellung beir.pLclsweise einer 
rnonol ithirchen Abbildungsvorrichtung oder einer t enticorpor- 
Aufnahnccinrichtung verwendbar und rait der vorliegenden Erfin- 
dung konnen auf;ge:;oichnete Anordnungen diener Art hergestellt 
werden. 
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